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外形図（単位：mm） 
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特  徴 
○DC-DCコンバータおよびリレードライブ等に適しています。 

○低電圧，大電流形で，fTが高い。 

○hFEのリニアリティが良く，コンプリメンタリ性も優れています。 

○VCE(sat)が小さい→VCE(sat) ⎝
⎛

⎠
⎞2 A

0.2 A ≦0.5 V 

○小形薄形であるため，実装スペースが小さくできます。 

 

絶対最大定格（TA = 25°C） 
項 目 略号 定格 単位 

コレクタ － ベース間電圧 VCBO －40 V 

コレクタ － エミッタ間電圧 VCEO －30 V 

エミッタ － ベース間電圧 VEBO －5.0 V 

コレクタ電流（直流） IC(DC) －3.0 A 

コレクタ電流（パルス）
注1

 IC(pulse) －6.0 A 

ベース電流 IB(DC) －0.6 A 

全損失
注2

 PT(TA = 25°C) 1.0 W 

全損失 PT(TC = 25°C) 10 W 

ジャンクション温度 Tj 150 °C 

保存温度 Tstg －55～＋150 °C 

注 1.   PW≦10 ms, Duty Cycle≦50％ 

2.  プリント板実装時（ストレート品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★

注  放熱板の切りしろは，0～0.2 mm。 

TO-252（MP-3Z） 

TO-251（MP-3） 

電極接続 
1.  ベース 
2.  コレクタ 
3.  エミッタ 
4.  コレクタ（フィン）
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